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III-rasm. Zaryadlangan lokal soha kengligini bo’sag’a kuchlanishga ta’siri, kanal ko ‘ndalang 

kesim yuzasi 1) kvadrat 2) doira 3) ellips shakllar. 
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ТЕМИР АТОМИ БИЛАН ЛЕГИРЛАНГАН КРЕМНИЙНИНГ МОРФОЛОГИК 

ТУЗИЛИШИ 

С.А. Музафарова, З.М. Хусанов 

ЎзМУ ҳузуридаги Яримўтказгичлар физикаси ва микроэлектроника илмий-тадқиқот 

институти 

 

Сўнгги йилларда махсус хоссали яримўтказгич материалларга бўлган қизиқиш кескин 

ортиб бормоқда. Бугунги кунда маълумки, яримўтказгич кремнийни ўтувчи элементлар билан 

легирлаш жараёни асосидаги яратилган  микроэлектроникага мансуб асбобларнинг ишчи 

параметрларига катта таъсири кенг ўрганилмокда[1-2]. Кўпгина тадқиқот ишларида ўтувчи 

элемент атомлари электр фаолликлари ҳақидаги маълумотлар тўлиқ эмас. Маълумки, 

кремнийни ўстиришда киритилган элементлар юқори кимёвий фаолликка эга бўлиб, электр 

жиҳатдан фаол бўлмаган ҳолатда заряд холатлари ва уни ташишда иштирок этади [3-4]. 
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Тадқиқотда легирланган кремний Т=1200°C ҳароратда 10 соат вақт давомида диффузия 

қилинган намуналарининг электрофизик параметрлари ўрганилди. Дастлаб солиштирма 

қаршилиги ρ=50 Ом∙см бўлган (КЭФ-50) монокристалл кремнийнинг механик силлиқланган 

намуналари d=1,5 мм қалинлигида танлаб олинган. 

JSM-IT200 ихчам сканерловчи электрон микроскопи (СЭМ) қаттиқ кристалларда ҳосил 

бўлувчи киришма тўпламларининг катталаштирилган тасвирларини олиш ва уларнинг 

алоҳида нуқталари таркибини элементли таҳлил қилиш имкониятига эга. 

Скайнерловчи электрон микроскоп ёрдамида дастлаб бошланғич намунанинг 

морфологик тузилиши кўриб чиқилди. 1-расмдан кўриниб турибдики, монокристалл 

кремнийнинг соф холати тасвирланган.  

 

  

 

1-расм. Бошланғич намуна Si (КЭФ-50) монокристалл кремний. 

  

2-расм. Si<Fe> Кремнийни темир атоми билан легирланган холати  

 

Микроскопнинг замонавий компютер асосидаги ишлайдиган бошқарув тизими жуда 

содда бўлиб, бошқаришнинг барча функциялари автоматлаштирилган. Қурилмада стандарт 

юқори вакуумли режимдан ташқари назорат остидаги паст вакуум шароитида намуналарни 

текшириш усслуби мавжуд.  
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2-расмда, Темир элементи билан легирланган кремнийнинг морфологик тузилиши кўриб 

чиқилди ва бунда углерод, кислород ҳамда темир элементлари мавжуд эканлиги яна бир бор 

тасдикланди.  
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Аннотация: Приводится оптические свойства кремния при введении примесей Ni и Zn. 

Показано что, результаты исследования спектров оптического поглощения образцов, 

легированного атомы Zn и Ni в кремнии изменяют структуру исходного кристалла. 
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легирование 

Оптические свойства кремния приобретают особое значение, когда этот материал 

легируется различными примесями, такими как никель (Ni) и цинк (Zn) [1-3]. Легирование 

кремния примесями имеет значительное воздействие на его электронные и оптические 

свойства. Например, добавление никеля и цинка может изменить запрещенную зону кремния, 

что влияет на его оптическую прозрачность и способность поглощать или излучать свет. Эти 

изменения в оптических характеристиках кремния, легированного Ni и Zn, могут быть 

использованы в таких областях, как фотоэлектрика, фотоника и солнечные энергетические 

технологии. Для исследования влияния на оптические характеристики Si легированного 

примесными атомами Ni и Zn был использован метод спектроскопии поглощения в УФ и 

видимой области излучения с помощью cпектрофотометра марки Shimadzu UV-1900i [1]. 

Спектры оптического поглощения исходных и легированных примесными атомами Ni и Zn в 

кремнии представлены на рис.1. Видно что, в спектре исходного кремния (КЭФ-100) 
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